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[57]申請專利範圍
1.　一種製備一奈米粒子的方法，包括步驟：將一聚乙烯二胺靜電地修飾於一聚丙烯酸鍵結
的氧化鐵之表面，以獲得一聚合物；以及將一遺傳物質靜電地耦合於該聚合物中的該聚

乙烯二胺，以製備該奈米粒子。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的方法，其中該聚丙烯酸鍵結的氧化鐵係藉由反應一聚丙烯
酸及一四氧化三鐵而獲得。

3.　如申請專利範圍第 1項所述的方法，其中該奈米粒子為一磁性奈米粒子。
4.　如申請專利範圍第 3項所述的方法，其中該磁性奈米粒子被一磁鐵吸引，以去除未與該
聚丙烯酸鍵結的氧化鐵耦合之該聚乙烯二胺。

5.　如申請專利範圍第 1項所述的方法，其中該遺傳物質係選自由一 DNA、一 RNA、一互
補 DNA、一小干擾 RNA所組成的群組其中之一。

6.　如申請專利範圍第 1項所述的方法，其中該聚丙烯酸鍵結的四氧化三鐵為水溶性。
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7.　一種奈米粒子，包括：一聚合物，包括一聚丙烯酸鍵結的氧化鐵及一聚乙烯二胺，其中
該聚丙烯酸鍵結的氧化鐵具有一表面，且該聚乙烯二胺被靜電地修飾於該聚丙烯酸鍵結

的氧化鐵的該表面；以及一遺傳物質，靜電地耦合於該聚乙烯二胺。

8.　如申請專利範圍第 7項所述的奈米粒子，其中該遺傳物質係選自由一 DNA、一 RNA、
一互補 DNA、一小干擾 RNA所組成的群組其中之一，該聚丙烯酸鍵結的四氧化三鐵為
水溶性。

9.　一種奈米粒子，包括：一聚合物，包括一聚乙烯二胺及一聚丙烯酸鍵結的金屬粒子，其
中該聚丙烯酸鍵結的金屬粒子具有一表面，且該聚乙烯二胺被靜電地修飾於該聚丙烯酸

鍵結的金屬粒子的該表面；以及一遺傳物質，靜電地耦合於該聚乙烯二胺。

10.   如申請專利範圍第 9項所述的奈米粒子，其中該聚丙烯酸鍵結的金屬粒子中的金屬粒子
為水溶性，該金屬粒子係選自由一金奈米粒子、一銀奈米粒子及一鐵奈米粒子所組成的

群組其中之一，該遺傳物質係選自由一 DNA、一 RNA、一互補 DNA、一小干擾 RNA
所組成的群組其中之一。

圖式簡單說明

第 1圖為本發明 PEI-PAAIO/pDNA磁性奈米粒子之示意圖。
第 2圖(a)及(b)分別為使用兩種不同 PAAIO及 PEI重量比所製備之不同 pH值與 PEI-

PAAIO奈米粒子的(a)粒子尺寸及(b) zeta電位關係圖。
第 3圖(a)為 PEI、PAAIO及 PEI-PAAIO奈米粒子的 FTIR光譜示意圖。
第 3圖(b)及(c)為 PAAIO及 PEI-PAAIO奈米粒子的 ESCA光譜示意圖。
第 3圖(d)為 PAAIO及 PEI-PAAIO奈米粒子在 25℃之 SQUID磁化強度曲線圖。
第 4圖(a)及(b)分別為 PEI-PAAIO/pDNA磁性奈米粒子在不同 N/P比值之(a)粒子尺寸及(b)

zeta電位。
第 5圖(a)及(b)分別為(a)不同濃度之 PEI-PAAIO對 HEK 293T細胞之細胞毒殺作用，及(b)

不同 N/P比值之 PEI-PAAIO/pDNA磁性奈米粒子在有或無磁場下對 HEK 293T細胞之細胞毒
殺作用。

第 6圖(a)及(b)分別為(a)在缺乏 10% FBS及(b)含有 10% FBS的條件以及在有或無磁場的
條件下，PEI-PAAIO/pDNA磁性奈米粒子與 HEK 293T細胞培養 4小時，再培養 72小時後之
pEGFP-C1之表現。
第 7圖(a)及(b)分別為(a)在缺乏 10% FBS及(b)含有 10% FBS的條件以及在有或無磁場的

條件下，PEI-PAAIO/pDNA磁性奈米粒子與 HEK 293T細胞培養 4小時，再培養 72小時後之
螢光素酶活性。

第 8圖(a)及(b)分別為(a)在缺乏 10% FBS及(b)含有 10% FBS的條件以及在有或無磁場的
條件下，PEI-PAAIO/pDNA磁性奈米粒子與 HEK 293T細胞培養 4小時後，以感應耦合電漿
發射光譜分析儀(ICP-OES)測定 HEK 293T細胞攝入之鐵含量。
第 9圖(a)及(b)分別為(a)在缺乏 10% FBS及(b)有 10% FBS的條件以及在有或無磁場的條

件下，PEI-PAAIO/pDNA磁性奈米粒子與 U87細胞培養 4小時，再培養 72小時後之螢光素
酶活性。

第 9圖(c)及(d)分別為(c)在缺乏 10% FBS及(d)有 10% FBS的條件以及在有或無磁場的條
件下，PEI-PAAIO/pDNA磁性奈米粒子與 U87細胞培養 4小時，再培養 72小時後，以感應
耦合電漿發射光譜分析儀(ICP-OES)測定 U87細胞攝入之鐵含量。
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